
Основные идеи микроскопической теории сверхпроводимости.
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В отсутствие магнитного поля.
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Термодинамика сверхпроводников. 
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Энтропия и теплоемкость сверхпроводника уменьшаются экспоненциально с приближением 
температуры к нолю. Экспоненциальная зависимость Cs(T) ∝ exp(-∆/T) является одним из 
способов измерения величины щели в сверхпроводниках. 

∫
∞ −

+
−

=
1

2/12

1
)1()( yxe

ydyxf





 ∆

=
∆+











 ∆+
−

=
∆
∆

∫
∞

T
f

Tk
th

d
T p

B

p

p 2
)(

)(
1

)(
)0(ln

0 2/122

2/122

ζ

ζ

ζ









∆

=−

)0(
2ln

2
1 DN

g ωµ h2
10

1

1
1

1
)( ∆

∆
∆∆=Ω−Ω ∫

∆ −

d
dgdns



Вблизи критической температуры Т ≈ Tc
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Вблизи критической температуры термодинамический потенциал, как и свободная энергия 
Гинзбурга-Ландау пропорциональна (Тс - Т)2.   
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Теория БКШ и теория Гинзбурга-Ландау.
Л.П. Горьков, ЖЭТФ 36, 1918 (1959); 37, 1407 (1959).

Первое уравнение Гинзбурга–Ландау
α(T)Ψ +β |Ψ|3Ψ + (-ih∇ - qA)2Ψ /2m = 0
для чистых сверхпроводников l >> ξ0=0.18hvF/kBTc

Второе уравнение Гинзбурга–Ландау
j = (-iqh /2m)(Ψ *∇ Ψ - Ψ ∇ Ψ *) - (q2µ0/m)|Ψ|2A
для чистых сверхпроводников l >> ξ0=0.18hvF/kBTc
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для грязных сверхпроводников l << ξ0=0.18hvF/kBTc

для чистых сверхпроводников l >> ξ0=0.18hvF/kBTc
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Область вблизи второго критического поля.
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